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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T12604《无损检测 术语》的第10部分。GB/T12604已经发布了以下部分:
———GB/T12604.1 无损检测 术语 超声检测;
———GB/T12604.2 无损检测 术语 射线照相检测;
———GB/T12604.3 无损检测 术语 渗透检测;
———GB/T12604.4 无损检测 术语 声发射检测;
———GB/T12604.5 无损检测 术语 磁粉检测;
———GB/T12604.6 无损检测 术语 涡流检测;
———GB/T12604.7 无损检测 术语 泄漏检测;
———GB/T12604.8 无损检测 术语 中子检测;
———GB/T12604.9 无损检测 术语 红外热成像;
———GB/T12604.10 无损检测 术语 第10部分:磁记忆检测;
———GB/T12604.11 无损检测 术语 X射线数字成像检测;
———GB/T12604.12 无损检测 术语 第12部分:工业射线计算机层析成像检测;
———GB/T12604.13 无损检测 术语 第13部分:阵列超声检测。
本文件代替GB/T12604.10—2011《无损检测 术语 磁记忆检测》,与GB/T12604.10—2011相

比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 删除了部分术语(见附录A);

b) 增加了部分术语(见附录B);

c) 更改了部分术语(见附录C)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国无损检测标准化技术委员会(SAC/TC56)提出并归口。
本文件起草单位:爱德森(厦门)电子有限公司、上海材料研究所有限公司、中国特种设备检测研究

院、中国科学院金属研究所、国家能源集团科学技术研究院 、南昌航空大学、中国铁道科学研究院集团

有限公司金属及化学研究所、中国人民解放军陆军装甲兵学院、清华大学、厦门大学。
本文件主要起草人:林俊明、沈功田、蔡桂喜、胡先龙、丁杰、宋凯、董世运、黄松岭、黄凤英、曾志伟、

胡斌、戴永红。
本文件于2011年首次发布,本次为第一次修订。
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引  言

  无损检测技术是人类工业化和社会发展不可或缺的重要工具,是产品质量控制和保障设备设施安

全运行的主要手段,其同时也对生产工艺进行反馈。无损检测利用物质的热、力、声、光、电和磁等特

性,以不损害预期使用性能和可靠性的方式,探测、定位和测量材料与零部件中的缺陷或异常,评价其性

能、组织和完整性。无损检测的应用涵盖机械制造、化工、医药医疗、能源、交通、冶金、建筑、水利、海洋

工程、兵器、航空、航天、核工业、卫生食品、走私与反恐和公共安全等领域。
无损检测的方法和技术众多,应用对象广泛。建立无损检测各个方法和技术的基础通用的术语,是

国内外各类无损检测标准化机构开展无损检测标准化活动的首要任务。GB/T12604《无损检测 术

语》是指导我国无损检测标准化活动的基础性和通用性标准。GB/T12604《无损检测 术语》旨在确立

普遍适用于无损检测标准化文件的术语,由十三个部分构成。
———GB/T12604.1 无损检测 术语 超声检测。目的在于界定了超声检测的术语。
———GB/T12604.2 无损检测 术语 射线照相检测。目的在于界定了射线照相检测的术语。
———GB/T12604.3 无损检测 术语 渗透检测。目的在于界定了渗透检测的术语。
———GB/T12604.4 无损检测 术语 声发射检测。目的在于界定了声发射检测的术语。
———GB/T12604.5 无损检测 术语 磁粉检测。目的在于界定了磁粉检测的术语。
———GB/T12604.6 无损检测 术语 涡流检测。目的在于界定了涡流检测的术语。
———GB/T12604.7 无损检测 术语 泄漏检测。目的在于界定了泄漏检测的术语。
———GB/T12604.8 无损检测 术语 中子检测。目的在于界定了中子检测的术语。
———GB/T12604.9 无损检测 术语 红外热成像。目的在于界定了红外热成像的术语。
———GB/T12604.10 无损检测 术语 第10部分:磁记忆检测。目的在于界定了磁记忆检测的

术语。
———GB/T12604.11 无损检测 术语 X射线数字成像检测。目的在于界定了X射线数字成像

检测的术语。
———GB/T12604.12 无损检测 术语 第12部分:工业射线计算机层析成像检测。目的在于界

定了工业射线计算机层析成像检测的术语。
———GB/T12604.13 无损检测 术语 第13部分:阵列超声检测。目的在于界定了阵列超声检

测的术语。
本文件是GB/T12604的第10部分,分别从通用、原理方法、仪器、传感器、测量及应用等方面对磁

记忆检测术语进行定义。本次对GB/T12604.10的修订,重点考虑了磁记忆检测涵盖的原理、仪器、传
感器、检测工艺和方法等,明确了相关常用的术语和定义,使得在制定磁记忆检测方法和产品文件时有

据可依,从而发挥术语文件的基本通用的支撑功能,更好地促进无损检测贸易、交流以及技术合作。
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无损检测 术语 第10部分:磁记忆检测

1 范围

本文件界定了用于金属磁记忆检测的术语。
本文件适用于金属磁记忆检测。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

3.1 
金属磁记忆 metalmagneticmemory;MMM
铁磁性物体经历磁场变化和磁-机械效应积累作用后的磁状态。
注:对于给定的磁场(例如地磁场),在其制造过程或运行过程中形成的铁磁物体,由于影响磁畴(3.21)分布的各种

环境因素,改变了其剩余磁化强度(例如:温度、机械载荷或材料的微观结构变化)。

[来源:GB/T26641—2021,3.1]

3.2 
表面磁场 magneticstrayfield;SF
离开或进入零件表面且非有意磁化该零件的磁场。
注1:铁磁材料在其自身体积和周围空间中产生磁场。材料本身的磁化分布所产生的场称为表面磁场或其内的退

磁场。退磁场和表面磁场是几何相关的,当磁化强度不均匀或具有与外部或内部表面法向的分量时,表面磁

场就会出现。表面磁场的高局部变化类似于磁通泄漏,用来表明材料性能的不均匀性。

注2:文献中使用的其他术语是,例如自发漏磁场、残余磁场、表面磁场、漏磁场、磁场密度或表面场。当用于无损检

测时,表面磁场是被动磁场测量的推荐术语,而漏磁定义了在检测之前或检测期间由于外部磁化放大的磁

通量。

[来源:GB/T26641—2021,3.2]

3.3 
表面磁场梯度 strayfieldgradient
同一探头位置上,表面磁场(3.2)随探头位置变化和/或时间变化的变化率。
[来源:GB/T26641—2021,3.6]

3.4 
表面磁场矢量 strayfieldvector
采用被动磁场传感法测定的被检对象表面磁场(3.2)在i方向(i=x,y,z)上的分量。
[来源:GB/T26641—2021,3.4]

3.5 
表面磁场指示 strayfieldindication;SFI
由高机械应力/应变梯度引起的SF(表面磁场)的偏离。
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